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【はじめに】紫外レーザは医療・バイオ・環境分野等幅広い応用が期待され実用化が望まれている。本グ

ループでは UV-B LDの室温パルス発振を実現した。本研究では、UV-B LDの EBL層および p型 AlGaN

組成傾斜クラッド層へのMgドーピング依存性を調べた。 

【実験】図 1 に作製したデバイスの断面構造図を示す。本実験では参考文献 1 の構造をベースに、1st p-

AlGaNクラッド層および EBLのMgドーピングの有無を変化させ、そのデバイス特性を比較した。作製

したデバイスは、①EBL・1st p-AlGaNクラッド層両層ともアンドープ、②1st p-AlGaNクラッド層のみMg

ドープ、③EBLのみMgドープの 3 つである。Mg 濃度は 3.0×1019 cm-3となる成長条件を用いて行い、他

の作製条件は全て同一で実験を行った。このウェハを利得導波型 LD にプロセスしデバイス評価をした。 

【結果】作製したデバイスの 10 kAcm-2注入時の自然放出強度を比較したところ、Mg をドーピングした

②③のデバイスは①に比べてそれぞれ約 1.5 倍および 1.2 倍増大していた。3 つの LD はどれも室温・パ

ルス駆動でレーザ発振し、その閾値電流密度（Jth）の共振器長依存性を図 2 にまとめた。構造①の Jthは

64～93 kAcm-2であったのに対し、②および③の Jth はそれぞれ 11～44 kAcm-2および 17～92 kAcm-2であ

りMgをドーピングすることで Jthが 50~60%低減されることが確認された。Mg ドーピングによる注入効

率増大効果があることが示唆される。一方、動作電圧はMgを添加することで立ち上がり電圧が②は 5~6V、

③は 2~3V程度増大する傾向が確認され、トレードオフの関係となっていた。詳細は当日報告する。 
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図 1：Sample structure 図 2：Jth – Cavity length 
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